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S.Strzelecka, M.Gladysz, E.Jurklewlcz-Wegner, M.Piersa, A.Hruban
METHODS OF SEMI-INSULATING GaAs MONOCRYSTALS CHARACTERISATION

Mathods of characterisation of semiinsulating GaAs for FET'sand IC's aplications hes been discussed.
Optical and electricalmethods have been used to assess of GaAs crystals and wafersparameters and

homcgenity. The results for some crystals obtainedin [TME have been presented.

Mare< Bonleckl

THE YERIFICATION CF TOUGHNESS MODELS OF ALUMINA ,

In thic paper the toughness models of alumina connected with microcrack zone theory and bridging theory
are presented. The internal thermal expansion mismatch stresses in ceramics were estimated with
finite=lement method. They were used next in T-curve counting. The possibility of bridging model use for
ceranics with grain size D \9< 85\7mm and microcrack model for ceramics with grain size D > 85\7mm

was established.

K.Plerzak
CAREON FIBRES — METAL-COMPOSITE

Tre base mechanical electrical and thermal properties of carbon-fibremetal composites depending on
their nicrostructure have been presented. The production methods of processing carbon-fibremetal
composites described in literature have also been presented. The following informations were given for the
metheds: infitration vacuum casting pressing under pressure foil casting and volume bonding.
The secial attention was paid to the author's own experiences covering volume bonding of composites

foil casting and structure investigations.

J.Gaaq, J.Sass, M.W¢jclk

THE RUMERICAL X-RAY PEAKS REFINEMENTS APPLIED TO THE SEMICONDUCTOR

SUPERLATTICE SPECTRA.

The knematical X-ray diffraction thecry was developed for any shape ofthe modulation wave in
semionductor SIS. The GaAsP/GaAs was investigated. The diffraction pattern was obtained. In order to
compure theoretical and experimental spectra, the new numerical peaks refinement methods were applied
to the :xperimental profile. The satisfactory agreement between them was obtained when almost sinusoidal

shapeof the modulation wave was accepted.
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C.Crxeneuxa, M.Inamgem, 3.0pkesnu-Bernep, M.Ilepca, A.Xpy6an

MeTonbl XapKTepu3auuyu MoJyu30JMPYyKUMX HOHOKpucTasnosB GaAs.

B paGoTe npencTaBsieHO  Npo6JieMbl  CBSA3aHbl C  XapaxkTepu3aumen
NOJIYM30JIMPpYXUEro apCeHuaa ranus, NPUMEeHSEeHOro B M3rOTOBIEHUM MNOJIEBLIX
TPaH3UCTOPOB 7 MHTET PaJIbHbIX CXEeM. [lpencTasneHo onTHyeckue "
ONeKTpUYECKMEe MeTO[bl XapaKTepulauuMu MaTepusiia NpUMEHsieMble aBTOpaMu, C
GOJISWMH  BHMHAHMEM HA METOMAbl [O3BAJsliouMe Ha onpefesieHde ONHOPOOHOCTH
JNCKTPUYECKHX  CBONCTB. llokazako pes3yJibTaTbl U3Me peHus HEKOTOPBIX
MOHOKpUCTaNoB chaesaHeix B UTEM.

M. Boheuxu

Bepuukauna Momenes TPEWMHOCTOMKOCTU KOPYHOOBOM KEPAMUKHU.

B cTaTbe npencTasiieHbl, Ha  OCHOBE  JMTepaTypbl M CO6CTBEHHBIX
UCCNeNOBaHKA, MONENM TPEeWMHOCTOMKOCTH KODYHIOBOA KEpaMuKM Ha OCHOBe
TEOpPUM 30H HUKPOTPEWMH U TEOpUM MOCTHMKOB. Ilo METOOY OKOHYEHLIX 3JIEHEeHTOB
onpefeseHo CTOMMOCTM BHYTPEHHbIX TEPHAYECKUX HaNpsiXeHMM B KepaMuke,
KOTOPHIC 3ATEM HPMMEHEHO K CUMTaHMIO KpuBbIX T. KOHCTATUPYeTCS BO3MOXHOCTL
NpUMEHEeHUS] MOMEeJiM C MOCTMKAMM K KepaMuke C BesuuuHos 3ephwa JI < 85um u

MOOeNM C HMKPOTpEWMHaMM C Besmuuhon 3ephHa JI > 85um.
K.IlleTtxak, B.Onecutssvcka, Il. Kanuubcku
KounozuT yriepofoe BOJIOKHO-MeTaJsul

D cTaTbe nNpefcTaBleHO OCHOBHble MeXaHU4YeCKuMe DIJeKTpuueckue U
TenJoBble CBOACTBA KOMINO3UTOB YrJjlepofHOe BOJIOKHO—METAJ1 B 3ABUCUMOCTHU OT
UX MUKPOCTPYKTypbl. I[lpencTaBneHo ToxXe nMTepaTypHile MHPOpMAUMM O MeTofnax
noJyyeruss KOMIO3UTOR YyriepofHoe BOJIOKHO-MeTasl. Ilepenano wuhnéopraumu o
creflylauMx MeTofax: MHPMUILTPpAUM, BAKYYMHLIM JIMTHI0, MpPEeCCOBAHMIO Non
nasneHueM, JMTbIO $ONr M BOJKMETpUuMEeCcKo# cBapke naaBnenued. OcoGennoe
BHMMAHME [IOCBAWEHO COGCTBEHHLIM OJKCMNEePUHEHTAM aBTOpPOB CTaTbu KOTOpbhle
OTHOCHJIUCY K BOJIKMETPHYECKOM CBApKe MABJEHMEM, JIMTHO $ONI M MCCHEeOBAHUIO
CTPLIKTYPbl KOMIMO3UTOB.

M.Taua, W.Cacc, M.Byauux

!!_‘/P{QPH‘{CCKHH METOQ THANM3A CNeXTNOB NeNTrAHNBCKOIO HWU3JNYyHEeHUHA NJA nony-—
NPOBOOHUKOBLIX CECPXpPELETOK.

PaspatoTaha KuHeMaTuyeckas Teopusa nudpaxwin PEHTI CHOBCKOI O
WU3JyMEeHUST NI NPOU3BOJILHOA GOPMLI BOJIHLI  MOAYJAUMM B MOJIYNPOBOHAKOBLIX
cBepxpeueTkax. Buna  uccunepnopana  ceepxpeweTka  GaAsP/CaAs. Xopowoe
COBMOMleHUEe TEOPETHYCCKUX M OIKCNCPUMEHTAJLHLIX pe3yJ/ibTATOB [MOJiyYeHo nAnsA
NOMTY CUHYCOMOQAJLLOA BOJIHLI MOMYJIAUMM.



RECENZJE

Wiestaw Marciniak
PRZYRZADY POLPRZEWODNIKOWE MOS
Warszawa: WNT 1991, 390 s.

Monolityczne uktady scalone MOS o wielkiej skali integracji zajmujg obecnie dominujgcy pozycje w
mikroelektronice. Postep w technologii tych uktadéw, ktéry dokonat sig w ostatnim dziesigcioleciu, widoczny
jest dzisiaj w postaci nowoczesnego sprzetu komputerowego. Niniejsza ksigzka jest trzecim, znacznie
zmienionym wydaniem monografii profesora W.Marciniaka po$wigconej przyrzadom p&iprzewodnikowym,
z ktérych zbudowane sg wspdiczesne mikroprocesory oraz pamigci ROM i RAM. Jest wigc ona niezwykle
aktualng pozycjg w polskiej literaturze technicznej.

Ksiazka napisana jest w sposéb klarowny, odzwierciedlajgcy duze do$wiadczenie autora w pracy
dydaktycznej. Tre$¢ ksiazki przedstawiona zostata w siedmiu rozdziatach i dwéch aneksach. W rozdziale
drugim omawiany jest model fizyczny idealnego kondensatora MOS oraz analizowane s3 zjawiska
naruszajgce zatozenia idealizujgce. Nalezy podkresli¢, ze autor omawia kondensator MOS nie tylko jako
element biemy uktadu elektronicznego, ale réwniez jako element diagnostyczny, stuzgcy do badania
wiasciwosci tlenku, wtasciwosci powierzchni p&tprzewodnika na styku z tlenkiem oraz wtasciwosci
materiatu poétprzewodnikowego. W rozdziale trzecim omawiane sg modele fizyczne, stuzgce do opisu
charakterystyk  prgdowo-napigciowych tranzystoréw MOS. Analizowane s schematy zastgpcze
tranzystoréw MOS oraz czynniki ograniczajgce zakres ich pracy. Informacje zawarte w tym rozdziale mogg
by¢ przydatne zaréwno dla konstruktoréw przyrzadéw MOS jak i dla ich uzytkownikéw. W rozdziale
czwartym opisano technologie wytwarzania uktadéw scalonych MOS, a w szczeg6inoéci technologie
NMOS,CMOS i SOL. Oméwiono takze podstawowe reguty projektowania uktadéw scalonych z punktu
widzenia petnego wykorzystania danej technologii. Rozdziat pigty dotyczy wyznaczania parametréw
tranzystorébw MOS. Na szczegding uwage zasluguje syntetyczne ujecie tej tematyki w odniesieniu do
dwdch rodzajow zadan: zadan symulacyjnych i zadan diagnostycznych. Zadania symulacyjne wystepujq
przy projektowaniu uktadéw scalonych MOS, za$ zadania diagnostyczne sg typowe dla kontroli biezacej
produkcji tych uktadéw. Literatura wykorzystana do napisania tego rozdzialu pochodzi w wigkszosci z lat
1983-1986. Rozdziat sz6sty zawiera przeglad elementarnych uktadéw analogowych z tranzystorami MOS,
za$ w rozdziale si6ddmym opisane zostaty podstawowe uktady cyfrowe. W ostatnim rozdziale omawiane
sg rowniez uktady o sprzezeniu tadunkowym i uktady specjalizowane. W dodatku A przedstawione sg
modele statoprgdowe tranzystora MOS w programie SPICE 2G.6. Dodatek B zawiera programy
obliczeniowe, opracowane w celu umozliwienia rozwigzywania probleméw zamieszczonych w
poszczegdblnych rozdziatach ksiazki, za pomocg komputera IBM PC/XT.

Reasumujgc, ksigzka profesora W.Marciniaka jest doskonatym  podrecznikiem akademickim,
przeznaczonym dla studentéw starszych lat, oraz doktorantéw specjalizujgcych sie w dziedzinie elektroniki
ciala stalego. Bedzie ona réwniez bardzo pomocna inzynierom zwigzanym z produkcjg uktadéw scalonych
MOS, przy rozwigzywaniu probleméw napotykanych w praktyce zawodowe;j.

Recenzowal: dr inz. Pawet Kamiriski
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PROJEKTY BADAWCZE - | KONKURS w 1991 roku

Od roku 1991 system finansowania prac naukowo - badawczych z budzetu panstwa zostat catkowicie
zreformowany i wprowadzono konkurencyjny system przyznawania $rodkéw finansowych dla projekéw
badawczych. Warunkiem uzyskania $érodkéw finansowych na realizacje zgtoszonego do KBN projektu
badawczego(grantu) jest vynik konkursu. Konkurs odbywa sig kilka razy w roku, a jego wynik ustalany jest
na podstawie liczby punktéw przyznanych przez recezentéw,zgtaszonym projektom badawczym.

W konkursie w 1991 ro%u przyznano 14 grantéw zespotom naukowym Instytutu Technologii Materiatéw
Elektronicznych,ktérych spis podajemy ponizej.

Wykaz grantéw przyznarych w 1992 roku zostanie zamieszczony w nr 4/1992 r *Materiatéw

Elektronicznych®.

G/1/91 prof.dr hab.inz. Wiestaw Marciniak
Opracowanie podstawowych modeli komérek cyfrowych uktadéw scalonych z GaAs i optymalizacja
technologii ich wytwarzania pod katem przygotowania ptytki bazowej dla potrzeb uktadéw ASIC.

G/2/91 dr inz. Mirostaw Czub

Opracowanie sposobu osadzania warstw epitaksjalnych InP metodg wodorkowa.

G/3/91 mgr inz. Jerzy Sass
Badanie relaksacji odksztaicen koherentnych wielowarstwowych struktur In/GaAs/P.

G/4/91 dr inz. Pawet Kaminski
Identyfikacja centréw generacyjno-rekombinacyjnych w epitaksjalnych warstwach Si.
G/5/91 mgr inz. Piotr Bielinski
Badanie wptywu struktury dwufazowego kompozytowego materialu stykowego na wtasnosci

eksploatacyjne.

G/6/91 mgr Zygmunt Frukacz
Badania nad technologig domieszkowania monokrysztatéw YAG jonami ziem rzadkich: Pr, Ho,Er,

Tm.

G/7/91 prof.dr inz. Witold Rosinski

Impulsowe wygrzewanie implantowanego GaAs.

G/8/91 prof.dr inz. Witold Rosinski

Zastosowanie implantacji do modyfikacji wtasnoéci technicznych warstw wierzchnich metali.

G/9/91 dr inz. Andrzej Bukowski

Badania nad okre$leniem 2rédet $ladowych zanieczyszczer metalicznych w krzemie.
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G/10/91 dr inz. Andrzej Hruban
Badania warunkéw wzrostu monokrysztaléw SI GaAs w warunkach modulowanego

termicznego.

G/11/91 prof.dr hab.inz. Wtadystaw Wiosiriski

Opracowanie kompozytu wiékno weglowe - miedz.

G/12/91 dr hab.inz. Henryk Tomaszewski

Badania mechanizméw odporno$ci na pgkanie ceramiki ALO;-ZrO,.

G/13/91 doc.dr Longin Kociszewski
Opracowanie metody wytwarzania ultracienkich $wiattowodowych pretéw obrazowych.

G/14/92 4 prof.dr hab. Michat Kopcewicz

Badanie przemian fazowych wywotanych przez implantacje jonéw w metalach.
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Wskazowki dla autoréow

1. Czasopismo ,,Materialy Elektroniczne” jest sktadane technika komputerowa.
Dlatego prosimy autoréw o nadsytanie maszynopisu napisanego:

- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcja (np. ChiWRITER, TAG)

- rysunkow, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z nast¢pujacych edyto-

réw graficznych: DrawPerfect, CoreDRAW!, AutoCAD, SIGMAPLOT oraz

w standardzie HPGL lub innym po uzgodnieniu z redakcja (np. w postaci

obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze

skanera w standardzie TIF).

2. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

3. Artykut powinien by¢ napisany w 2 egzemplarzach na papierze formatu A4,
jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwdjna
interlinia, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢
nunierowane.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢
umieszczone rysunki.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone streszczenia nie przekraczajace 200
stow, w jezykach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytut artykutu winien by¢
réwniez przettumaczony na te jgzyki.

5. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nast¢pujace elementy:
z lewej strony u goéry artykutu tytut naukowy, pelne imig (imiona), nazwisko(a)
autora(6w), nazwa miejsca pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na srodku
stronicy maszynopisu tytut artykutu.

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytutu artykutu.

6.1. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczac na
oddzielnych stronicach, po tekscie.

6.2. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytul objasniajacy.

6.3. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym do-
robkiem autora(6w) nalezy zacytowac zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

6.4. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci
wystgpujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, petny tytut
dzieta w oryginale, miejsce wydania, wydawce, rok, stronice np.:

[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: WNT 1991, 126 s.

Dla artykutu nalezy poda¢ kolejno nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut
artykutu w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.:

[2] Kaminiski P., Strupiriski W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature
on the Concentration of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709

8. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach musza by¢ zgodne z terminologia przyjgta przez Polskie Normy
i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac w le-
wym marginesie.

10. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskie;j.
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Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicz-
nych jest prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegolnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
téw, ich obrdbki, miernictwa oraz efektywnego wykorzystywania dla
potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wynikow badan i prac do wdrazania w praktyce.

Dziatalnos¢ Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia
sie w dwoch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matose-
ryjnej produkciji materiatow dla elektroniki, telekomunikaciji, energetyki,
rolnictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele-
mentami elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatow.

Materiatami, na ktérych koncentruje sie dziatalno$¢ ITME sa:
materiaty potprzewodnikowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), materiaty
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaF, LINbO, LiTaO,,
kwarc), materiaty podtozowe dla nadprzewodnikéw wysokotemperatu-
rowych, materiaty ceramiczne (na bazie ALLO, i ZrO,), szkta dla tele-
komunikacji optycznej, materiaty kompozytowe, pasty (przewodzace,
izolujgce | oporowe), czyste metale, zwiazki nieorganiczne i roz-
puszczalniki.

W ramach badan aplikacyjnych opracowywane sg w ITME:
potprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody
Schottky’ego), mikrofalowe monolityczne uktady scalone, filtry z
akustyczng falg powierzchniowa, termoelektryczne moduty chtodzace.

Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych wydaje dwa czaso-
pisma naukowe: kwartalnik ,Materiaty Elektroniczne”, w ktérym publi-
kowane sg artykuty dotyczace zakresu dziatania Instytutu, ,Prace
ITME” - zawierajgce monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
oraz wydawnictwa informacyijne.






